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Organische Feldeffektransistoren (OFETs) bestehen aus elner organischen 
Halbleiterschlcht zwischen einer Source- und zumindest einer Drain-Elektrode, einer 
organischen Isoiationsschicht uber der balbleitenden Schichtund einer organischen 
Leiterschicht. Qiganische Elektrodenmaterialien sind Polyanilin und Polypyrrol. Als 
Halbleiter werden zum Beispiel Polythiophen, als Isolator Polyvinylphenol eingesetzt. 




WO 02/25750 beschreibt die Herstellung von Elektroden Oder Leiterbahnen mit 
einem Lithographie-Verfahren. Hierbei Wird die organische Schicht durch Rakelni 
Aufspruhen, Spin-Coating Oder Siebdruck auf das Substrat, beispielsweise eine 
Folie, aufgebracht. Hiefauf wird eine dQnne Scbicht aus Photoresist aufgebracht und 
strukturiert bellchtet Bei der Entwicklung wird die freigelegte Polyanylinschicht 
deprotoniert und damit nichtlettfahig. Mit einem LOsemittel wird der verbliebene 
Photoresist gel6st. Vor Oder nach diesem Schritt wird die nichtieitfahige Matrix mit 
einem nichtbasischen Losungsmittel herausgelSsi . 

WO 02/25750 beschreibt ferner, daii auf die flachige Funktionspolymerschicht eine 
chemische Verbindung, die deprotonierend wirkt, zur Strukturierung aufgedruckt 
wird. Durch eine anschlieftende Spblung werden nichtleitende Bereiche selektiv 
entfemt. 1 
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Es ist von Nachteil, daft das lithographische Verfahren nur fllr das Material Polyanilin 
funktioniert. Mit anderen Stoiktunerungsverfahren, zum Beisplel Drucken, betragt der 
minimal mogliche Abstand zwischen Source- und Drain-Elektrode zumindest 30 urn 
bis 50 urn. Angestrebt werden aber Langen von ungefahr 10 urn, um die 
Leistungsfiihlgkeit des OFET zu erhfihen. 

WO 02/47183 schJSgtfur die Strukturierung der anderen Schichten in einem OFET 
vor, den Funktionspolymer in Vertiefungen einer Formschicht einzubringen. Die 
Formschicht besteht aus einem anderen organischen Material, in das ein Stempel 
eirigedrOckt wird. Durch Belichtung, beispielsweise mittels UV-Ucht werden in der 
Formschicht Vertleftjngen erzeugt In diese Vertiefungen wird dann das 
Funktionspolymer hineingerakelt. Mit diesem Verfahren konnen somit extrem feine 
Strukturen erzeugt werden. Die Rakelmethode ist zudem nicht materialspezifisch, 
das heil&t zur Strukturierung aller Schichten eines OFET geeignet. Zudem kdnnen 
relativ dicke Schichten Im Bereich bis zii 1 pm erzeugt werden. Es wird femer 
vorgeschlagen, das Verfahren im kontinuierlichen Rollendruck einzusetzen. Hierftlr 
werden die Vertiefungen zunachst mit einer Stempelrolle eingeprSgt und das 
Formpolymer durch UV-Belichtung angehartet Mit einer danach angeordneten UV- 
Lampe wind der Lack danach nechgehartet. In den strukturierten Lack wind dann das 
Funktionspolymer mit einem Rakel elngerakelt 

DE 1 00331 1 2 beschreibt ein Verfahren, das das in die Form gefOllte 
Funktionspolymer mit Hilfe eines Tampons abnlmmt und dann auf das Subtrat oder 
berelts vprhandene Schichten aufbringt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Herstellung leistungsfahiger OFETs zu 
verbessem bzw. den Aufbau solcher OFETs anzugeben. 
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Diese Aufgabe wird gelbst durch eine Pragefolie, Laminierfolie. Folie oder ©In 
Folienelement, das mindestens ein Bauelement in organischer Halblertertechnologie, 
insbesondere organische Feldeffekttransistoren (OFETs), belnhaltet. Diese Aufgabe 
wird Welter durch ein Verfahren und eine Vorrichtung gelost, die durch thermisches 
oder UV-Replizleren der OFET-Schlchten eine entsprechende Strukturierung 
vomimmt. Diese Aufgabe wird weiter gel6st durch ein Verfahren und eine Pragefolie, 
Laminierfolie, Folie oder ein Folienelement, bei dem die elektrische Funktionalitat 
(der organischen Halbleiterschaltung) mit optischen Merkmalen kombiniert wird. 

Die Erflndung wird im folgenden anhand von mehreren Ausfuhrungsbeispielen unter 
Zurhilfenahme der beillegenden Zeichnungen beisplelhaft beschrieben. 

Fig. 1 zeigt den Aufbau eihes OFET-Folienauftjaus fQr eine Pragefolie. 

Fig. 2 zeigt den Aufbau eines OFET-Folienaufbaus fQr eine Laminierfolie. 

Fig. 3 zeigt die Darstellung einer Vorrichtung zur Repilkation von OFET-Strukturen. 

Fig. 4 zeigt eine Darstellung zur Verdeutllchung der Replikatlon von OFET- 
Strukturen gemSft e!nes ersten AusfQhrungsbeispiels. 

Fig. 5 zeigt eine Darstellung zur Verdeutlichung der Replikation von OFET- 
Strukturen.gemaii eines zwejten AusfQhrungsbeispiels. 

Fig. 1 zeigt eine Pragefolie, die zumindest ein Bauelement in organischer 
HalbleKertechnologie, insbesondere organische Feldeffekttransistoren (OFETs), 
beinhaltet. Fig. 2 zeigt den Aufbau einer Laminierfolie, die mindestens ein 
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Ba'uelement In organischer HaJbleitertechnologie, insbesondere organische 
Feideffekttransistoren (OFETs), beinhaltet. Bei einer solchen Pragefolie handelt es 
sich insbesondere um eine Heiiipragefolie. Die Erfindung 1st Jedoch nicht auf 
derartige Folientypen beschrankt. 

Es wird vorgeschlagen. die fOr die Funktion der Bauelemente erforderlichen 
Elektroden-, Isolations- und halbleitenden Schichten durch Druckverfahren teilflachig 
oder vollflachlg In einen Folienaufbau einzubringen. 

Die fur die teilflachige Bedruckung erforderlichen, hochauflosenden Druckverfahren 
sind im Stand der Technik bekannt. Bei der vollflachlgen Bedruckung wird dagegen 
vorgesehen, durch thermisches Oder UV-Replizieren eine entsprechende 
Strukturierung der Schicht vorzunehmen. Eine entsprechende Vorrichtung hierRlr 1st 
in Fig. 3 gezeigt und das Resultat ist in Fig. 4 dargestellt. FOr die UV-Replikation ist 
zusatzlich eine nicht dargestellte UV-Lampe sowie eine ebenfalls nicht dargestellte 
Maske vorzusehen. 

Natortlch ist es auch denkbar, die im Stand der Technik beschriebene Formschicht 
durch Repiizierverfahren herzustellen und anschliefiend mit dem Rakelverfahren die 
Strukturierung der OFET-Schichten vorzunehmen. Beziiglich dieses Standes der 
Technik wird auf den in der Beschrelbungsanleitung angefohrten Stand der Technik 
verwlesen. i 

Welter sind natOrlich zusatzliche, in den Figuren 1 und 2 nicht dargestellte Schichten, 
insbesondere holographisch-optische Schichten, optisch wirkende • 
DOnnfiimschichten, Schutzschlchten usw., vorstellbar. 
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Durch thermisches oder UV-Replizieren der OFET-Schichten wird sine 
entsprechende Strukturieiiing vorgenommen. Eine entsprechende Vorrichtung ist in 
Ffg. 3, das Resujtat in Fig. 4 dargestellt Ftir die UV-Replikation ist zusatzlich eine 
nicht dargestellte UV-Lampe sowie eine ebenfails nicht dargestellte Maske 
vorzusehen. Durch das Verfahren werden bekanntermaBen sehr hohe laterale 
AuflSsungen im Bereich von 0,5 pm bis 5 ym erreicht. 

Hterbei ist es vorteilhaft, die elektrische FunktionalitSt (der organischen 
Haibleiterschaltung) met optischen Merkmalen zu kombinieren. Beides wird in einern 
Schritt wahrend das Repliziervorganges erzeugt, wle dies in Fig. 5 dargestellt ist. Es 
ist insbesondere denkbar, die mit den diffraktiv-optischen Strukturen versehenen 
Bauelementstrukturen so anzuordnen, daft eln besonderer optlscher Eindruck, zum 
Beispiel ein Fimenlogo, entsteht Eine besondere FSischungssichertieit ergibt sich 
dadurch, daft die diffraktiven Strukturen in yerschiedenen Hehenlagen das 
Schichtsystems, insbesondere auch iib'ereinander, angeordnet sein kdnnen. Das 
sich so ergebende optisch-elektriscjie Element eignet sich demnach hervorragend 
, als Sicherheitselement fOr Banknoten, Dokumente und zur Slcherung von Waren und 
DatentrSgern gegenQber FSIschungen. 
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ftnspruche: 

Prage- oder LamlnierfoHe, die mindestens ein Bauelement In organischer 
Halbleitertechnologie, insbesondere einen Oder mehrere organische 
Feldeffekttransistoren (OFETs), beinhaltet 

Folienelement, das mindestens ein Bauelement in organischer 
Halbleitertechnologie, insbesondere einen Oder mehrere organische 
Feldeffekttransistoren, beinhaltet 

Folienelement nach Anspruch 2, das mjttels einer Prflge- Oder LaminierfoHe 
auf eii^ Substrat aufgebracht ist. 

Verfahren zur Herstellung einer Prage- Oder Laminlerfolie nach Anspruch 1 
Oder zur Herstellung eines Folienelementes nach Anspruch 2 f bei clem alle 
Oder ein Oder mehrere der fllr die Funktion der Bauelemente erforderlichen 
Elektroden-, Isolations- und halbleitenden Schichten durch Druckverfahren 
teilflachig oder vollflachig in einen Folienaufbau eingebracht werden. 
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5. Verfahren zur Herstellung efner PrSge- Oder Laminierfolie nach Anspruch 1 
Oder eines Fotienelementes nach Anspruch 2; bei dem die Strukturierung der 
organischen Materialien in der Folie durch thermisches Replizferen odei'UV- 
Replizieren erfolgt 

6. Folie. bei der durch thermisches Oder UV-Replizieren von einer Oder mehren 
OFET-Schichten eine Strukturierung der Schichten vorgenommen wird. 

7. Verfahren zur Herstellung eines Folieneiementes, be! dem durch thermisches 
Replizieren Oder UV-Replizieren elner oder mehrere OFET-Schichten eine 
Strukturierung dteser Schichten vorgenommen wird. 

8. Vorrichtung zur Herstellung von einem oder mehren Bauelementen in 
organischer HalbJeitertechnologie, insbesondere von organischen 
Feldeffekttiransistoren, die eine Repiiziervorrichtung, insbesondere eine 
Replizierwalze, aulweist, mtttels der durch thermische Replizierung oder UV- 
Replizieruhg einer Oder mehrer OFET-Schichten eine entsprechende 
Strukturierung vorgenommen wird, 

9. Folienelement, Folie, Pragefolie oder Laminierfolie, bei der eine elektrische 
Funktionalitat, insbesondere die mindestens eines elektronischen 
Baueiements in organischer Halblertertechnologie, mit optischen Merkrnalen 
kombiniertwird. ' 

10. Verfahren zur Herstellung eines Folierielements, einer Folie, einer Pragefoiie 
oder einer Laminierfolie, bei dem eine elektrische Funktionalitat mit optischen 
Merkrnalen kombiniertwird. 



^ G3 no r Vnn 5 J?! X° n NVS:FA XG3.l0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 8 von 14) 
^^ ^^^^ SerV6r MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 



' 2. OKT. 2002 



15:25 



PATENTANW. LOUIS,' POEHLAU ET AL 



NR. 4702 .8. 9 



1 1 . Verfahren nach einem der obigen Ansprtiche,' bei dem wShrend eines 
Repliziervorganges eine elektrische Funkttonalitat, insbesondere ein oder 
mehrere Bauelemente in organlscher Halbieitertechnologie, und elne dptische 
Funktionalitat, Insbesondere diffrakttv-optische Strukturen, erzeugt werden. 

12. Folienelement, Folie, Pragefolie oder Laminierfolie nach einem der obigen 
Ansprtiche. die als Sicherungselement verwendet wird. 
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